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成果の概要／神野 莉衣奈 
 
(1) 会議概要 
ISCS2017は、CSW2017(化合物半導体週間)で開催される会議の 1つです。デバイスの半導体材
料として広くシリコンが用いられていますが、本会議で題材としている化合物半導体は、2つ
以上の元素の組み合わせることでシリコンにはない特性を実現するものです。本会議では、化

合物半導体に関する基礎研究から応用研究まで非常に幅広い分野の研究を取り上げており、化

合物半導体の新しい材料・物理の発展から、電子工学・光工学また医学など新しい分野への応

用まであらゆる面での研究をカバーしています。 
ISCS2017 では、新しく「ワイドバンドギャップ材料および酸化物半導体」のセッションが設
けられました。ワイドバンドギャップ材料は、消費電力の削減や水銀レスの深紫外発光を実現

しうる半導体材料として近年注目を集めており、私はその材料の中の酸化ガリウム(Ga2O3)に関
する研究を行っています。この材料に関する研究はまだ新しく、海外の研究者に直接接して最

新の情報交換を行う必要があります。本会議は日本、ヨーロッパ、アメリカの各都市で毎年交

互に開催されており、ヨーロッパやアジア諸国を中心とする世界各国の研究者が参加すること

から、世界中の研究者と交流することが可能です。本会議で発表することにより、私の研究成

果を世界に広め、博士後期課程でのアイデアにつながる知見を得ることができます。研究が広

がり Ga2O3の研究がより発展することで、将来の省エネルギー社会と地球環境保護に貢献する

デバイスが可能となり省エネルギー社会に貢献できると期待されます。 
 
(2) 発表概要 
今回の会議では、超ワイドバンドギャップ半導体の 1つである Ga2O3の結晶構造制御に関する

研究について発表しました。Ga2O3はバンドギャップ値 Egが約 5 eVと非常に大きく、バンド
ギャップが大きいほど高耐圧で低損失なデバイス動作が可能となることからパワーデバイス

の材料として用いることで省エネ効果が期待できるとして近年注目を集め始めています。

Ga2O3は 5 つの異なる結晶構造を有し、熱的に最安定相であることから β-Ga2O3に関する研究

が多くされています。一方で、α-Ga2O3 は混晶の作製によるバンドギャップ変調に適している

ことからヘテロ構造デバイスが、ε-Ga2O3は強誘電性を有することから HEMTなどの高速デバ
イスの作製が期待されており、準安定相の α-Ga2O3および ε-Ga2O3が注目を集め始めています。

これらを用いたパワーデバイス応用に向けて、半導体基板として安価な sapphire(α-Al2O3)基板
上への高品質な α-Ga2O3、ε-Ga2O3の成長の制御が求められます。今回の発表では α-(AlxGa1-x)2O3

低温バッファ層を採用することで、成長温度により α-Ga2O3、ε-Ga2O3の構造制御が可能となっ

たという非常に重要な結果について発表しました。また、Ga2O3の成長手法としてミスト CVD
法という手法を用いていますが、作製した Ga2O3薄膜中に非常に多くの炭素不純物が混入して

いることがこれまで課題となっていました。不純物低減を目的に炭素フリー原料を用いた

Ga2O3の作製に関する結果についても、ポスター発表にて報告しました。 
今回の発表では、Ga2O3成長に用いているミスト CVD 法に関する質疑を多く受けました。ミ
スト CVD 法は他の多く半導体の成長手法と異なり、真空装置を必要とせず非常に簡便で環境
に優しい成長手法です。日本では徐々に広まりつつありますが、海外ではほとんど広まってお



らず、ミスト CVD 法を用いた結晶成長の制御性や反応メカニズムなどについての質問を受け
ました。このことから、海外の研究者からもミスト CVD 法が注目され始めているように感じ
ました。また、Ga2O3の結晶成長の反応に関する計算を行っている方から、非常に多くの知見

を得ることができました。 
昨年参加した国際会議では最安定相の β-Ga2O3に関する報告が主でしたが、今回の Ga2O3のセ

ッションでは先述した準安定相の α相および ε相だけでなく、γ相に関する発表もありました。
さらに、Ga2O3 に関する研究発表の件数も増加しており、Ga2O3 の研究が今後さらに発展する

ことが期待できます。 
他のワイドバンドギャップ材料としては SiC (Eg = 3.3 eV)や GaN (Eg = 3.4 eV)があり、これらの
セッションでは招待講演も含め最新の研究成果について知ることが出来ました。日本ではまだ

知られていない新しい技術に関する講演もあり非常に勉強になりました。 
 
(3) 所感 
今回の会議出席では、口頭およびポスターでの発表を行うことでこれまで以上に活発な議論を

海外の研究者と行うことができ、非常に良い経験となりました。やはり、海外の研究者は日本

人よりも積極的であり、コーヒーブレイクの時にも質問を受け、議論を行うことでさらに自身

の研究へのモチベーションに繋がりました。会議全体としては、海外での最先端の研究成果に

ついて聞くことで、専門的な知見を広げ、さらに自分の研究の世界的な立ち位置を再認識する

ことができました。本会議は博士後期課程において最初の学会発表の場でしたが、発表の聴講

や他の研究者との議論を通して今後の研究方針を得ることができ、非常に良い駆け出しとなり

ました。 
 


